I UNTES

Ukzad ULY 7855N jest monolitycznym ukladem czasowym o

wysokiej stabilnosci wytwarzanych impulsdw.

Ma nastepujace wiasciwosci:

- mozliwosé

mikrosekund do godzih,

- mozliwosé
- mozliwosé

pracy monostabilnej i astabilnej,

regulacji czasu trwania impulsdw

zmiane napiecia U5,

~ Zatwg

wspéiprace z uktadami TTL.

‘Parametry dopuszczalne -

generowania impulsdw o czasie trwania od

ULY 7855N

Ukiad czasowy

Obudowa CE 84

[0}
/tamb = +25°C/
Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
min max
Uae Napiecie zasilania \') 18
I, Prgd wyjsciowy mA 200
Py Moc tracona mwW 6Q0
I7 Prgd wyprowadzenia -7 mA 200
t Temperatura otoczenia w czasie (o}
amb pracy C o +70
tstg Temperatura przechowywania °c -55 +125

Uktad wyprowadzes

[e] [7]

[e] [5]

D

Ll 2]

Opis wyprowadzen

. Masa

. Wyjscie

noh W -

impuisu

6. Prég zadziatania przerzutnika /regulacja
czestotliwosci/

. Wejécle zegarowe

. Wejécie zemujgce
. Filtracia U cC lub modulscja szerokodci

Gl L

7. Kolektor tranzystora wyjt ciowego

< Hee

108

Schemat wewngtrzny
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Schemat blokowy
Parametry charakterystyczne
— o ’
/tamb = +25°C/
Ozna- Wartosé Warunki pomiaru
czenie Nazwa Jedn. [ typ | max Uwagi
Use | Napiecie zasilania v 4,5 ; 16 -
; /
Is01 E{gii;ag:1:§§gc§§zy stanie | . 6 Uge=5 V3 Rp=e°
‘ 10 15 Ucc=15 \H RL=°°
o I Prgd zasilania przy stanie e Y. B
ccH wysokim na wyjsciu mA 2 Uge=> Vs Ry= 9
U Napiecie zerowania v 0,4 0,7 1 Unp=15 ¥
4 i cc
U Napigcle wyjsciowe w sta- ’_ ot
oL | 3BreCtim | v 0,1 0,25 | Uge=15 Vi 1,=10 mA
2 12,5 UCC=15 V3 IO=1OO mA
Usy 2igis;ggk:%jéciowe w sta- v 12,5 Uge=15 V; 1,=200 mA
: - 2,75{ 3,3 Ugg=5 Vs 1,=100 mA
U5 ggpigcie na wyprowadze- v 9 10 11 UCC=15 v
u _ :
2,6 3'3 4 -~ Ucczs v
Dokxadnosé % 1 R, Rp=1 k§2 + 100 k2
wyzwalania Przerzutnik
monostabil- py o1 C=0,1 pF
Dryft na~- | ny 4 ’
piecia v Uge=S V # 15 V
T Czas narastania ns - 100
tf Czas opadania ns 100
Napigcie na wyprowadze- 2 Uge=5 V + 15 V_
Ug Napig wyp v $Yco cc
U Napiecie na rowad ze- 1 Unp=5 ¥V + 15 V
2 nin 5 P v e ) ce
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Schemat aplikacyjny
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